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 Транспортные и туннельные измерения Bi2Te2Se: свойства объемных и квазидвумерных носителей заряда.  
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На образцах Bi2Te2Se разных толщин в диапазоне 30—200 мкм наблюдены осцилляции Шубникова-де Гааза одинаковых с точностью до 15% периодов, положение которых зависит только от перпендикулярной поверности скола компоненты магнитного поля, а также сублинейная зависимость холловского сопротивления от магнитного поля. Эти результаты были описаны нами в модели, оперирующей трехмерными и квазидвумерными электронами, следуя [1]. В разных образцах удельные сопротивления и концентрации трехмерных электронов отличаются на порядок величины, а сопротивления на квадрат и концентрации квазидвумерных электронов относительно слабо меняются от образца к образцу, что свидетель-ствует об их нахождении на поверх-ности образца. dI/dV характеристики, измеренные на сколотой в сверх-высоком вакууме поверхности  этих образцов, подтверждают наличие в них поверхностных состояний с линейным законом дисперсии, харак-терных для топологических изоля-торов. Согласно этим туннельным измерениям уровень Ферми распола-гается в щели спектра объемных электронов. Это свидетельствует о су-ществовании в Bi2Te2Se приповерх-ностного загиба зон, благодаря которому поверхностные состояния отделены от объемных слоем обед-нения. Мы ожидаем, что поверх-ностные носители будут доминировать в транспортных свойствах пластинок или пленок Bi2Te2Se толщиной t  200 нм.      
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Рис. 1. Концентрации квазидвумерных элек-тронов, определенные в разных образцах Bi2Te2Se из периодов ШдГ-осцилляций в обратном магнитном поле. 









